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１．概要（Summary） 

高スピン偏極率磁性層とトンネルバリア層を含む磁性

多層膜をメサ状に加工する．バッファ層とキャップ層にそ

れぞれ電極を設けることでトンネル電流を測定できる 2 端

子デバイスである磁気抵抗トンネル接合(MTJ)を作製す

る． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

当研究室で成膜した磁性多層膜の上に塗布したレジス

トをマスクレス露光装置でパターニングした．さらに，イオ

ンミリングによるドライエッチや RF スパッタによるパッシベ

ート SiO2の成膜，Al の抵抗加熱蒸着などを組み合わせ

て 2端子のMTJ素子を作製した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 に作製したデバイスの光学顕微鏡写真を示す．光

学顕微鏡で観察した際は問題のない試料が作製できた． 

しかしながら，電気伝導測定において MTJ はほぼ完

全にオーミックな IV 特性を示した(図 2)．期待していた非

線形的なトンネル伝導特性は得られなかった．原因として

パッシベーション膜のリーク等が考えられるが，今後さらに

原因を絞り込む必要がある． 

 

Fig. 2: Photo of fabricated MTJs. 

 

Fig. 2: Typical IV characteristics of the MTJs. 
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